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Vorwort

Im Bereich der kommerziellen Telekommunikationstechnik ist der Trend nach kleineren und

günstigeren Endgeräten mit erhöhter Funktionalität seit Jahren ununterbrochen. Die Realisie-

rung neuer Endgeräte erfolgt vermehrt auf Basis von kompakten Halbleiterschaltungen in einer

differentiellen Schaltungstechnik. Hierbei schränken die Güten der realisierbaren integrierten

Spulen die elektrischen Eigenschaften der eingesetzten Komponenten. Die zahlreichen verfügba-

ren Publikationen zur Reduzierung des Platzbedarfs und Erhöhung der Güte von integrierten

Spulen über die vergangenen Jahrzehnte belegen das hierbei noch vorhandene Verbesserungs-

potential.

Basierend auf neuartigen, im Rahmen dieser Arbeit eingeführten, induktiven Komponenten

wird eine Entwurfsmethodik für differentielle Schaltungen mit sowohl verbesserten elektrischen

Eigenschaften und als auch einem reduzierten Platzbedarf vorgestellt. Weiterhin wird ein Kon-

zept zum Entwurf von äußerst kompakten Symmetriergliedern mit einer erweiterten Funktiona-

lität und einer so genannten Rondellspule als Kernelemente präsentiert. Diese von der Fakultät

für Ingenieurwissenschaften der Universität Duisburg-Essen als Dissertation genehmigte Arbeit

entstand während meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fachhochschule

Aachen im Rahmen eines Forschungsauftrags von Infineon Technologies AG in München.

Mein besonderer dank gilt Herrn Prof. Dr.-Ing. Klaus Solbach, Leiter des Fachgebiets Hochfre-

quenztechnik an der Universität Duisburg-Essen, für die Übernahme des Referats und die freie

Entfaltungsmöglichkeiten bei der Durchführung der Arbeit.

Herrn Prof. Dr.-Ing. Ingo Wolff möchte ich für die Übernahme des Korreferats und die wert-

vollen Anregungen danken.
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Herrn Prof. Dr.-Ing. Holger Heuermann, gilt mein herzlicher Dank für die zahlreichen anre-

genden Diskussionen und dafür, dass er mich nicht nur bei fachlichen Belangen stets bestens
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D elektrische Flussdichte
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i, j Laufindizes für Matrix- und Vektorelemente, die von n=1 bis zur jeweiligen Dimension
reichen
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J Stromdichte

k Kopplungsfaktor

� Leitungslänge
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n Laufindex, Anzahl der Windungen einer Spule
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α Dämpfungskonstante oder -belag einer Leitung

β Phasenkonstante oder -belag einer Leitung

γ komplexe Ausbreitungs- oder Fortpflanzungskonstante einer Leitung

γ� komplexe elektrische Länge
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σ elektrische Leitfähigkeit

ϕ Phase

Φ magnetischer Fluss

Ψ verketteter magnetischer Fluss

ω Kreisfrequenz, Frequenz




